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摘要(译)

提供了一个完整的麻醉深度/脑氧饱和度检测传感器。特别地，麻醉深度/
脑氧饱和度检测传感器包括带子和布置在带子上的感测单元，并且感测
单元包括布置有麻醉深度传感器和脑氧饱和度传感器，在同一架飞机
上。因此，可以用一个检测传感器同时测量麻醉深度和脑血氧饱和度，
从而可以降低成本。
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